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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基板と、
　前記絶縁基板上に形成されているゲート線と、
　前記絶縁基板上に形成され、前記ゲート線と絶縁されて交差しているデータ線と、
　前記データ線と絶縁されて交差している維持電極線と、
　前記ゲート線と前記データ線が交差して形成する画素領域毎に形成され、切開部によっ
て複数の小部分に分割されている画素電極と、
　前記ゲート線と前記データ線が交差して形成する画素領域毎に形成され、所定の前記切
開部と重なる所定の部分を有する方向制御電極と、
　前記画素電極、該当する画素段の前記ゲート線及び前記データ線と各々連結されている
第１画素電極用薄膜トランジスタと、
　前記画素電極、前段の前記ゲート線及び該当画素段の前記データ線と各々連結されてい
る第２画素電極用薄膜トランジスタと、
　前記方向制御電極、前段の前記ゲート線及び前記維持電極線と各々連結されている方向
制御電極用薄膜トランジスタを含む薄膜トランジスタ表示板。
【請求項２】
　前記維持電極線は前記切開部のうち前記方向制御電極と重ならない部分と重なる部分を
含む請求項１に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項３】
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　前記維持電極線は隣接する２つの前記ゲート線間に２つが反転対称をなすように形成さ
れている請求項２に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項４】
　前記維持電極線には基準電位が印加される請求項１に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項５】
　前記画素電極切開部は前記画素電極を上下に両分する横方向切開部と横方向切開部を中
心にして反転対称をなす斜線方向切開部を含む請求項１に記載の薄膜トランジスタ表示板
。
【請求項６】
　前記方向制御電極は前記データ線と同一の層に同一の物質で形成されている請求項１に
記載の薄膜トランジスタ基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は液晶表示装置に関し、特に広視野角を得るために画素領域を複数のドメインに
分割する垂直配向液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、一般に共通電極と色フィルターなどが形成されている色フィルター表
示板と、薄膜トランジスタと画素電極などが形成されている薄膜トランジスタ表示板との
間に液晶物質を注入し、画素電極と共通電極に互いに異なる電位を印加することによって
電界を形成して液晶分子の配列を変更し、これによって光の透過率を調節して画像を表現
する装置である。
【０００３】
　このような液晶表示装置は視野角が狭いことが大きな短所である。このような短所を克
服するために視野角を広くするための様々な方案が開発されており、その中でも液晶分子
を上下基板に対して垂直に配向し、画素電極及びその対向電極である共通電極に一定の切
除パターンや突起を形成する方法が有力視されている。
【０００４】
　切除パターンを形成する方法としては、画素電極及び共通電極に各々切除パターンを形
成し、これら切除パターンによって形成されるフリンジフィールド（ｆｒｉｎｇｅ　ｆｉ
ｅｌｄ）を利用して液晶分子が横になる方向を調節することによって視野角を広くする方
法がある。
【０００５】
　突起を形成する方法は、画素電極及び共通電極上に各々突起を形成し、突起により歪曲
される電気場を利用して液晶分子の横になる方向を調節する方式である。
【０００６】
　その他に、下部基板上に形成されている画素電極には切除パターンを形成し、上部基板
に形成されている共通電極上に突起を形成し、切除パターン及び突起により形成されるフ
リンジフィールドを利用して液晶の横になる方向を調節してドメインを形成する方式があ
る。
【０００７】
　視野角を広くするための様々な方法において、共通電極に切開パターンを形成する方法
は共通電極をパターニングするために別途のマスクを必要とし、色フィルター上にオーバ
ーコート膜がない構造では、色フィルターの顔料が液晶物質に影響を与えることになるの
で色フィルター上にオーバーコート膜を形成しなければならず、パターニングされた電極
の周縁でプレチルトが激しく発生する等の問題がある。また、突起を形成する方法も突起
を形成するための別途工程を必要として既存の工程を変更しなければならないため、液晶
表示装置の製造方法を複雑にする問題がある。さらに、突起や切開部によって開口率が減
少するという問題も包含している。
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（先行技術文献）
　（特許文献）
　　（特許文献１）米国特許第６４０７７９１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明が目的とする技術的課題は、製造工程が簡単で安定した多重ドメインを形成する
液晶表示装置を提供することである。本発明の他の技術的課題は、安定した多重ドメイン
を形成するために切開部と方向制御電極の配置を最適化することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　このような課題を解決するために、本発明では方向制御電極に基準電位を印加した状態
で初期電圧を形成する。具体的には、絶縁基板と、前記絶縁基板上に形成されている第１
配線と、前記絶縁基板上に形成され前記第１配線と絶縁されて交差している第２配線と、
前記第２配線と絶縁されて交差している第３配線と、前記第１配線と前記第２配線が交差
して形成する画素領域毎に形成され、切開部によって複数の小部分に分割されている画素
電極と、前記第１配線と前記第２配線が交差して形成する画素領域毎に形成され、所定の
前記切開部と重なる所定の部分を有する方向制御電極と、前記画素電極、該当画素段の前
記第１配線及び前記第２配線と各々連結されている第１画素電極用薄膜トランジスタと、
前記画素電極、前段の前記第１配線及び該当画素段の前記第２配線と各々連結されている
第２画素電極用薄膜トランジスタと、前記方向制御電極、前段の前記第１配線及び前記第
３配線と各々連結されている方向制御電極用薄膜トランジスタとを含む薄膜トランジスタ
表示板を用意する。
【００１０】
　この時、前記第３配線は前記切開部のうち前記方向制御電極と重ならない部分と重なる
部分を含み、前記第３配線は隣接する２つの前記第１配線間に２つが反転対称をなすよう
に形成されることができ、前記第３配線には基準電位が印加されることが好ましい。
【００１１】
　また、画素電極切開部は前記画素電極を上下に両分する横方向切開部と横方向切開部を
中心にして反転対称をなす斜線方向切開部を含むことが好ましく、前記方向制御電極は前
記第２配線と同一層に同一物質で形成することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明では、方向制御電極を維持電極に連結し、基準電位を印加した状態で画素電極と
の初期電圧を形成するので、白色を表示する時は勿論赤、緑、青の単色を表示する時もテ
クスチャーが安定している。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　添付した図面を参照して本発明の実施例に対して本発明の属する技術分野における通常
の知識を有する者が容易に実施できるように詳細に説明する。しかし、本発明は多様な形
態で実現することができ、ここで説明する実施例に限定されない。
【００１４】
　図面は、種々の層及び領域を明確に表現するために厚さを拡大して示している。明細書
全体を通じて類似した部分については同一な図面符号を付けている。層、膜、領域、板な
どの部分が他の部分の“上に”あるとする時、これは他の部分の“すぐ上に”ある場合に
限らず、その中間に更に他の部分がある場合も含む。逆に、ある部分が他の部分の“すぐ
上に”あるとする時は、中間に他の部分がないことを意味する。
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明の実施例による多重ドメイン液晶表示装置に対して説明す
る。
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【００１６】
　図１は本発明の実施例による液晶表示装置の回路図である。本発明の実施例による液晶
表示装置は、薄膜トランジスタ表示板とこれに対向する色フィルター表示板及びこれらの
間に注入されている液晶層から構成されている。
【００１７】
　薄膜トランジスタ表示板にはゲート線とデータ線が交差して画素領域を形成し、基準電
位Ｖｃｏｍが印加される維持電極線がゲート線と並んで形成されている。この時、ゲート
線を通じて走査信号が伝達され、データ線を通じて画像信号が伝達され、維持電極線には
基準電位が印加される。
【００１８】
　各画素領域にはゲート線に連結されているゲート電極、データ線に連結されているソー
ス電極及び画素電極にドレーン電極が連結されている第１画素電極用薄膜トランジスタＴ
１、前段のゲート線に連結されているゲート電極、基準電位が印加される維持電極線に連
結されているソース電極及び方向制御電極に連結されているドレーン電極を有する方向制
御電極用薄膜トランジスタＴ２、及び前段のゲート線に連結されているゲート電極、デー
タ線に連結されているソース電極及び画素電極にドレーン電極が連結されている第２画素
電極用薄膜トランジスタＴ３が１つずつ形成されている。
【００１９】
　画素電極は色フィルター表示板の共通電極と液晶蓄電器を形成し、その静電容量はＣＬ

Ｃとする。また、画素電極は維持電極線に連結されている維持電極と維持蓄電器を形成し
、その静電容量はＣＳＴとする。図１ではＣＬＣ+ＣＳＴをＣ１とする。
【００２０】
　方向制御電極は画素電極と容量性結合をしており、これらの間の静電容量はＣ２とする
。方向制御電極は色フィルター表示板の共通電極と液晶蓄電器を形成し、その静電容量は
ＣＬＤとする。また、方向制御電極はゲート線と寄生蓄電器を形成し、その静電容量はＣ

ＤＧとする。図１ではＣＬＤ+ＣＤＧをＣ３とする。
【００２１】
　回路図には示していないが、本発明による液晶表示装置の画素電極は切開部を有し、こ
の切開部を通じて方向制御電極による電界が流出できるように方向制御電極と切開部が重
なっている。切開部を通じて流出される方向制御電極の電界によって液晶分子がプレチル
ト（ｐｒｅｔｉｌｔ）を有することになり、プレチルトを有する液晶分子は画素電極の電
界が印加されると、散らばることなく速かにプレチルトにより決定された方向に配向され
る。
【００２２】
　しかし、方向制御電極の電界により液晶分子がプレチルトを有するためには、共通電極
に対する方向制御電極の電位差（以下、“方向制御電極電圧”という。）が共通電極に対
する画素電極の電位差（以下、“画素電極電圧”という。）に比して所定値以上大きくな
ければならない。
【００２３】
　本発明による液晶表示装置では、画素電極に本信号電圧が印加される直前に維持電極線
電位を方向制御電極に印加すると同時に、画素電極には前段の画像信号電圧を印加し、方
向制御電極と画素電極との間に所定の電位差を形成した後、本信号電圧が画素電極に印加
される時点からは方向制御電極を浮遊状態にすることにより、このような条件を容易に満
足させることができる。以下、その理由について説明する。
【００２４】
　ドット反転駆動において、付与された画素電極が正の電位にリフレッシュされる瞬間を
検討する。前段のゲートにＯＮ信号が印加されれば、方向制御電極用薄膜トランジスタＴ
２と第２画素電極用薄膜トランジスタＴ３がターンオンされ、方向制御電極には基準電位
が印加され、画素電極には前段画素の画像信号である負の電位（ドット反転駆動であるた
め前段画素には本画素の反対極性電位が印加される。）が印加されるので、方向制御電極
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は画素電極より高い電位を有するようになる。つまり、ＶＤＣＥ＞Ｖｐである。
【００２５】
　その後、方向制御電極用薄膜トランジスタＴ２がターンオフされると、方向制御電極は
浮遊状態となる。従って、画素電極電位が如何に変化しても常に方向制御電極電位が画素
電極電位より高い状態を維持することになる。つまり、第１画素電極用薄膜トランジスタ
Ｔ１がターンオンされ、画素電極が正の電荷に充電されて電位が上昇すれば、方向制御電
極の電位も画素電極電位と一定の電位差を維持しながら一緒に上昇する。これを回路関係
式によって説明する。回路内の蓄電器両端の電圧は以下の式の通りである。
【００２６】
【数１】

　ところが、蓄電器の一側電極が浮遊状態にあるということは、Ｒ＝∞の抵抗と直列に連
結されることと等価で、ｉ=０、Ｖc=Ｖoであり、つまり蓄電器両端の初期電圧がそのまま
維持される。これは、浮遊状態にある電極の電位は他の電極に印加される電位に従って上
昇または降下することを意味する。故に、負の電圧にリフレッシュされる場合は、方向制
御電極が画素電極より常に所定値の分低い電位を維持することになる。
【００２７】
　そして、画素電極が負の電位にリフレッシュされる場合は、前段画素の画像信号が正極
性を有することになるため、方向制御電極の電位が画素電極の電位よりさらに低くなる。
従って、共通電極との電位差（電圧）は方向制御電極が画素電極より常に大きくなる。
【００２８】
　図１を参照して方向制御電極の電位を式で表すと次のようである。ここで、Ｖｄ１は該
当画素の画素電極電圧、-Ｖｄ３は前段画素の画素電極電圧である。
ＶＤＣＥ≒Ｃ２（Ｖｄ１+Ｖｄ３/（Ｃ２+Ｃ３）          （１）
　（１）式の誘導過程は次のとおりである。まず、前段ゲート線にＯＮ電圧が印加された
場合、Ｔ２及びＴ３はＯＮ状態になり、Ｔ１はＯＦＦ状態となる。従って、方向制御電極
には基準電位が印加されて方向制御電極電圧（Ｖ[ｄ２]）は０になる。画素電極には前段
の画像信号電圧（-Ｖ[ｄ３]）が印加される。各蓄電器に充電される電荷量は次の通りで
ある。
Ｑ[３]=Ｃ[３]Ｖ[ｄ２]=０               　　　　　　　（２）
Ｑ[２]=Ｃ[２]（Ｖ[ｄ２]+Ｖ[ｄ３]）=Ｃ[２]Ｖ[ｄ３]　　　（３）
Ｑ[１]=Ｃ[１]Ｖ[ｄ３]　　　　　　　　　　　　　　　　　（４）
　次に、本段ゲート線にＯＮ電圧が印加される場合、Ｔ１はＯＮ状態になり、Ｔ２及びＴ
３はＯＦＦ状態となる。従って、方向制御電極は浮遊状態に置かれることになり、方向制
御電極に充電された電荷量はそのまま維持される。その結果、
Ｑ’[２]+Ｑ’[３]=Ｑ[２]+Ｑ[３]=Ｃ[２]Ｖ[ｄ３]　　　　　（５）
　また、電圧分配法則によって、
-Ｑ’[２]/Ｃ[２]+Ｑ’[３]/Ｃ[３]=Ｖ[ｄ１]　　　　　　　　（６）
であり、式５と６をＱ’[２]/Ｃ[２]に対して整理すれば、
Ｑ’[２]/Ｃ２
={１/（Ｃ[２]+Ｃ[３]）}{-Ｃ[３]Ｖ[ｄ１]+Ｃ[２]Ｖ[ｄ３]}
=Ｖ’[２]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７）
である。一方、電圧分配法則によって、
Ｖ’[２]=ＶＤＣＥ-Ｖ[ｄ１]　　　　　　　　　　　　　　　　（８）
であるので（８）式に（７）式を代入して整理すると（１）式が得られる。
【００２９】
　このような構造の薄膜トランジスタ基板では、Ｔ２がデータ線に連結されないため方向
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制御電極によりデータ線の負荷が増加することを防止することができる。そして、方向制
御電極を維持電極に連結し、基準電位を印加した状態で画素電極との初期電圧を形成する
ので、白色を表示する時は勿論赤、緑、青の単色を表示する時にもテクスチャーが安定す
る。
【００３０】
　以下、本発明のさらに具体的な実施例を図２～図５を参照して説明する。
【００３１】
　図２は本発明の第１の実施例による液晶表示装置の配置図であり、図３、図４及び図５
はそれぞれ図２のIII-III'線、IV-IV'線及びV-V'とV'-V”に沿った断面図である。
【００３２】
　本発明の第１の実施例による液晶表示装置は、薄膜トランジスタ表示板１００とこれと
対向している色フィルター表示板２００及びこれら二つの表示板１００、２００の間に注
入され基板に垂直に配向されている液晶で構成される。以下、薄膜トランジスタ表示板１
００に対してさらに詳細に説明する。
【００３３】
　絶縁基板１１０上にゲート線１２１が形成されており、ゲート線１２１と交差するよう
にデータ線１７１が形成されている。
【００３４】
　ゲート線１２１とデータ線１７１は互いに絶縁され、これらが交差して形成する画素領
域には第１ゲート電極１２３ａｂ、第１ソース電極１７３ａｂ及び第１ドレーン電極１７
５ａの３端子を有する第１画素電極用薄膜トランジスタと、第１ゲート電極１２３ａｂ、
第１ソース電極１７３ａｂ及び第２ドレーン電極１７５ｂの３端子を有する第２画素電極
用薄膜トランジスタ、そして第２ゲート電極１２３ｃ、第２ソース電極１７３ｃ及び第３
ドレーン電極１７５ｃを有する方向制御電極用薄膜トランジスタが各々一つずつ形成され
ており、方向制御電極１７８と画素電極１９０が各々形成されている。
【００３５】
　この時、第１画素電極用薄膜トランジスタは画素電極１９０に印加される本画像信号を
スイッチングするためのもので、第２画素電極用薄膜トランジスタと方向制御電極用薄膜
トランジスタは画素電極１９０と方向制御電極１７８との間に初期電位差を形成するため
のものである。
【００３６】
　第１画素電極用薄膜トランジスタのゲート電極１２３ａｂ、ソース電極１７３ａｂ及び
ドレーン電極１７５ａは、各々該当画素段のゲート線１２１、データ線１７１及び画素電
極１９０に連結され、第２画素電極用薄膜トランジスタのゲート電極１２３ａｂ、ソース
電極１７３ａｂ及びドレーン電極１７５ｂは、各々前段のゲート線１２１、該当画素段の
データ線１７１及び画素電極１９０に連結されている。方向制御電極用薄膜トランジスタ
のゲート電極１２３ｃ、ソース電極１７３ｃ及びドレーン電極１７５ｃは、各々前段のゲ
ート線１２１、維持電極線１３１ｂ及び方向制御電極１７８に連結されている。この時、
維持電極線１３１ｂとソース電極１７３ｃの連結は保護膜１８０上に形成されている連結
部９２によって行われる。
【００３７】
　方向制御電極１７８は、液晶分子のプレチルトを制御するための方向制御電圧の印加を
受けて、共通電極２７０との間に方向制御電界を形成する。ここで、方向制御電極１７８
はデータ線１７１を形成する段階で形成される。
【００３８】
　薄膜トランジスタ表示板１００に対して各層の構造を考慮して詳細に説明する。
【００３９】
　絶縁基板１１０上に横方向にゲート線１２１が形成され、第１及び第２ゲート電極１２
３ａｂ、１２３ｃがゲート線１２１に連結されている。ゲート線１２１の一端１２５は外
部回路と接触するために幅が拡張されている。また、絶縁基板１１０上には第１及び第２
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維持電極線１３１ａ、１３１ｂと第１～第４維持電極１３３ａ、１３３ｂ、１３４ａ、１
３４ｂが形成されている。第１及び第２維持電極線１３１ａ、１３１ｂは、各画素領域で
は周辺部に沿って屈折しているが、全体的には横方向に延びており、第１及び第２維持電
極１３３ａ、１３３ｂは各々第１及び第２維持電極線１３１ａ、１３１ｂから縦方向に延
びている。第３及び第４維持電極１３４ａ、１３４ｂは縦方向に延びて途中で屈折して斜
線方向に延びる。第１維持電極線１３１ａ、第１及び第３維持電極１３３ａ、１３４ａか
らなる第１維持配線と第２維持電極線１３１ｂ、第２及び第４維持電極１３３ｂ、１３４
ｂから構成される第２維持配線は互いに反転対称をなしている。
【００４０】
　ゲート配線１２１、１２３ａｂ、１２３ｃ、１２５及び維持電極配線１３１、１３３ａ
、１３３ｂ、１３３ｃ、１３３ｄはアルミニウムやその合金、クロムやその合金、モリブ
デンやその合金などで構成され、必要によっては物理化学的特性の優れたＣｒまたはＭｏ
合金などで構成される第１層と、低抵抗のＡｌやＡｇ合金などで構成される第２層との二
重層で形成することもできる。
【００４１】
　ゲート配線１２１、１２３ａｂ、１２３ｃ、１２５及び維持電極配線１３１ａ、１３１
ｂ、１３３ａ、１３３ｂ、１３４ａ、１３４ｂの上にはゲート絶縁膜１４０が形成されて
いる。
【００４２】
　ゲート絶縁膜１４０上には非晶質シリコンなどの半導体からなる半導体層１５１、１５
４ａｂ、１５４ｃが形成されている。半導体層１５１、１５４ａｂ、１５４ｃは薄膜トラ
ンジスタのチャンネルを形成する第１及び第２チャンネル部半導体層１５４ａｂ、１５４
ｃとデータ線１７１の下に位置するデータ線部半導体層１５１を含む。半導体層１５１、
１５４ａｂ、１５４ｃの上部には、シリサイドまたはｎ型不純物が高濃度でドーピングさ
れているｎ+水素化非晶質シリコンなどの物質で作られた抵抗性接触層１６１、１６３ａ
ｂ、１６３ｃ、１６５ａ、１６５ｂ、１６５ｃが各々形成されている。
【００４３】
　抵抗性接触層１６１、１６３ａｂ、１６３ｃ、１６５ａ、１６５ｂ、１６５ｃ及びゲー
ト絶縁膜１４０の上にはデータ配線１７１、１７３ａｂ、１７３ｃ、１７５ａ、１７５ｂ
、１７５ｃ、１７９が形成されている。データ配線１７１、１７３ａｂ、１７３ｃ、１７
５ａ、１７５ｂ、１７５ｃ、１７９は縦方向に形成され、ゲート線１２１と交差して画素
を形成するデータ線１７１と、データ線１７１の分枝で抵抗性接触層１６３ａｂの上部ま
で延びる第１ソース電極１７３ａｂと、第１ソース電極１７３ａｂと分離されて第１ソー
ス電極１７３ａｂの反対側抵抗性接触層１６５ａ、１６５ｂの上部に各々形成されている
第１及び第２ドレーン電極１７５ａ、１７５ｂと、第２ゲート電極１２３ｃの上部で対向
している抵抗性接触層１６３ｃ、１６５ｃ上に形成されている第２ソース電極１７３ｃ及
び第３ドレーン電極１７５ｃを含む。データ線１７１の一端１７９は外部回路と接触する
ために幅が拡張されている。
【００４４】
　また、ゲート線１２１とデータ線１７１が交差して形成される画素領域内には、方向制
御電極１７８、１７８ａ、１７８ｂ、１７８ｃ、１７８ｄ、１７８ｅが形成されている。
この時、方向制御電極１７８、１７８ａ、１７８ｂ、１７８ｃ、１７８ｄ、１７８ｅは、
第３ドレーン電極１７５ｃと連結されている幹部１７８と、幹部１７８から分かれて斜線
方向に延びている斜線枝部１７８ｄ、１７８ｅ、幹部１７８から分かれて横方向に延びて
いる横枝部１７８ｃ及び横枝部１７８ｃから分かれて斜線方向に延びて途中で屈折され縦
方向に延びている屈折枝部１７８ａ、１７８ｂから構成される。
【００４５】
　データ配線１７１、１７３ａｂ、１７３ｃ、１７５ａ、１７５ｂ、１７５ｃ、１７９及
び方向制御電極１７８、１７８ａ、１７８ｂ、１７８ｃ、１７８ｄ、１７８ｅは、アルミ
ニウムやその合金、クロムやその合金、モリブデンやその合金などから構成され、必要に
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よって物理化学的特性の優れたＣｒまたはＭｏ合金などで構成される第１層と、低抵抗の
ＡｌまたはＡｇ合金などで構成される第２層との二重層で形成することもできる。
【００４６】
　データ配線１７１、１７３ａｂ、１７３ｃ、１７５ａ、１７５ｂ、１７５ｃ、１７９上
に窒化ケイ素または有機絶縁膜から構成される保護膜１８０が形成されている。
【００４７】
　保護膜１８０上に保護膜１８０を貫通する第１及び第２接触孔１８１、１８２を通じて
各々第１及び第２ドレーン電極１７５ａ、１７５ｂと連結されている画素電極１９０が形
成されている。
【００４８】
　画素電極１９０は横方向切開部１９１と斜線方向切開部１９２ａ、１９２ｂ、１９３ａ
、１９３ｂ、１９４ａ、１９４ｂを有する。横方向切開部１９１は画素電極１９０を上下
に半分にしており、斜線方向切開部１９２ａ、１９２ｂ、１９３ａ、１９３ｂ、１９４ａ
、１９４ｂは横方向切開部１９１を中心にして反転対称をなしている。ここで、一部の切
開部１９１、１９２ａ、１９２ｂ、１９４ａ、１９４ｂは方向制御電極１７８、１７８ａ
、１７８ｂ、１７８ｃ、１７８ｄ、１７８ｅと重なり、他の一部の切開部１９３ａ、１９
３ｂは維持電極１３３ａ、１３３ｂと重なる。
【００４９】
　保護膜１８０上に保護膜１８０とゲート絶縁膜１４０を貫通する接触孔１８５と、保護
膜１８０を貫通する接触孔１８６を通じて維持電極線１３１と第２ソース電極１７３ｃを
連結する連結部９２が形成されている。
【００５０】
　さらに、保護膜１８０上には保護膜１８０とゲート絶縁膜１４０を貫通する接触孔１８
３、１８４を通じて各々ゲート線の一端１２５及びデータ線の一端１７９と連結されてい
る補助接触部材９５、９７が形成されている。ここで、画素電極１９０及び補助接触部材
９５、９７はＩＺＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ）で構成されている。画素電
極１９０及び補助パッド９５、９７はＩＴＯで形成することもできる。
【００５１】
　以上、画素電極１９０は画素領域を複数のドメインに分割するための切開部１９１、１
９２ａ、１９２ｂ、１９３ａ、１９３ｂ、１９４ａ、１９４ｂを有し、一部の切開部１９
１、１９２ａ、１９２ｂ、１９４ａ、１９４ｂは方向制御電極１７８、１７８ａ、１７８
ｂ、１７８ｃ、１７８ｄ、１７８ｅと重なっている。つまり、液晶表示装置を上から観察
した時、方向制御電極１７８、１７８ａ、１７８ｂ、１７８ｃ、１７８ｄ、１７８ｅが切
開部１９１、１９２ａ、１９２ｂ、１９４ａ、１９４ｂを通じて露出して見えるように、
方向制御電極１７８、１７８ａ、１７８ｂ、１７８ｃ、１７８ｄ、１７８ｅと切開部１９
１、１９２ａ、１９２ｂ、１９４ａ、１９４ｂ、１９５ａ、１９５ｂを配置する。
【００５２】
　切開部１９１、１９２ａ、１９２ｂ、１９３ａ、１９３ｂ、１９４ａ、１９４ｂは、画
素電極１９０を複数の小部分に分割し、各小部分上に位置する液晶領域をドメインという
。切開部１９１、１９２ａ、１９２ｂ、１９３ａ、１９３ｂ、１９４ａ、１９４ｂを中心
にして両側に位置するドメインでは、電界印加の際に液晶の配向が互いに異なり、この配
向方向によりドメインを４種類に分けることができる。
【００５３】
　また、方向制御電極１７８、１７８ａ、１７８ｂ、１７８ｃ、１７８ｄ、１７８ｅは方
向制御電極用薄膜トランジスタに連結され、画素電極１９０は第１及び第２画素電極用薄
膜トランジスタに連結されている。一方、方向制御電極１７８、１７８ａ、１７８ｂ、１
７８ｃ、１７８ｄ、１７８ｅはゲート配線１２１、１２３ａｂ、１２３ｃ、１２５と同じ
層に形成することもできる。また、方向制御電極１７８、１７８ａ、１７８ｂ、１７８ｃ
、１７８ｄ、１７８ｅ上部の保護膜１８０を除去してトレンチを形成することもできる。
【００５４】
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　次は、色フィルター表示板２００についてさらに詳細に説明する。ガラスなどの透明な
絶縁物質からなる上部基板２１０の下面に光漏れを防止するためのブラックマトリックス
２２０と、赤、緑、青の色フィルター２３０及びＩＴＯまたはＩＺＯなどの透明な導電物
質から構成される共通電極２７０が形成されている。
【００５５】
　液晶層３に含まれている液晶分子は、画素電極１９０と共通電極２７０との間に電界が
印加されない状態でその方向子が下部基板１１０と上部基板２１０に対して垂直になるよ
う配向され、負の誘電率異方性を有する。
【００５６】
　下部基板１１０と上部基板２１０は、画素電極１９０が色フィルター２３０と対応して
正確に重なるように位置合わせられる。このようにすれば、画素領域は切開部１９１、１
９２ａ、１９２ｂ、１９３ａ、１９３ｂ、１９４ａ、１９４ｂによって複数のドメインに
分割される。そして、方向制御電極１７８、１７８ａ、１７８ｂ、１７８ｃ、１７８ｄ、
１７８ｅによって分割されたドメイン内での液晶の配向がさらに安定する。
【００５７】
　前記では液晶分子が負の誘電率異方性を有し、基板１１０、２１０に対して垂直配向さ
れていることを説明したが、正の誘電率異方性を有する液晶分子を基板１１０、２１０に
対して水平配向して液晶層３を形成することもできる。
【００５８】
　また、本発明の実施例による薄膜トランジスタ表示板の構造は、５回の写真エッチング
工程により製造したものである。４回の写真エッチング工程によっても製造できるが、こ
の場合にはデータ配線及び方向制御電極が非晶質シリコン層、抵抗性接触層及び金属層の
３重層で形成され、これら３個層の平面パターンが実質的に同一模様に形成されるという
特徴がある。これは、一つの感光膜を利用して非晶質シリコン層、抵抗性接触層及び金属
層をパターニングするためである。
【００５９】
　以上のような液晶表示装置において、ドメインの分割は画素電極が有する切開部が行い
、方向制御電極及び維持電極がドメインの安定性を強化する。従って、切開部と方向制御
電極及び維持電極の配置によりドメイン分割を行うこともでき、このような配置によるド
メイン分割を行わないように構成することもでき、ドメインの安定性もこれらの配置によ
り大きく影響される。
【００６０】
　本発明の第１の実施例では、第１ソース電極１７３ａｂが単純な直線状に形成されてい
るが、チャンネルの幅を広めるためにソース電極１７３ａｂの模様を変形できる。その一
例を第２の実施例として説明する。
【００６１】
　図６は本発明の第２の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の配置図で
ある。第２の実施例では第１ソース電極１７３ａｂをＷ字状に形成し、第１及び第２ドレ
ーン電極１７５ａ、１７５ｂを囲むようにしてチャンネルの幅を広める。その他の構造は
第１の実施例と同様である。
【００６２】
　一方、切開部の模様も多様に変形することができる。その一例を第３の実施例として説
明する。
【００６３】
　図７は本発明の第３の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の配置図で
ある。第３の実施例では、斜線方向切開部１９４ａ、１９４ｂが縮少されて画素電極１９
０の中央で終わっており、１９４ａ及び１９４ｂとそれぞれ並ぶ斜線方向切開部１９５ａ
、１９５ｂが追加されていることが第１の実施例と異なる点である。斜線方向切開部１９
５ａ、１９５ｂも画素電極１９０の中央で終わっており、斜線方向切開部１９４ａ、１９
４ｂ、１９５ａ、１９５ｂ両側の画素電極１９０部分を連結する橋が形成されている。そ
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の他の構造は第１の実施例と同様である。
【００６４】
　以上、本発明の好ましい実施例を参照して説明したが、本発明は上記内容に限定される
ものではなく、本技術分野の通常の知識を有する者であればこれによる本発明の範疇を逸
脱しない範囲内において様々な変形及び均等な他の実施例が可能であることが理解できる
であろう。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の回路図である。
【図２】本発明の第１の実施例による液晶表示装置の配置図である。
【図３】図２のIII-III'線に沿った断面図である。
【図４】図２のIV-IV'線に沿った断面図である。
【図５】図２のV-V'とV'-V"線に沿った断面図である。
【図６】本発明の第２の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の配置図で
ある。
【図７】本発明の第３の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の配置図で
ある。
【符号の説明】
【００６６】
１１０　　絶縁基板
１００、２００　　表示板
１２１　　ゲート線
１２３ａｂ、１２３ｃ　　ゲート電極
１４０　　ゲート絶縁膜
１５１、１５４ａｂ、１５４ｃ　　半導体層
１７１　　データ線
１７３ａｂ、１７３ｃ　　ソース電極
１７５ａ、１７５ｂ、１７５ｃ　　ドレーン電極
１７８　　方向制御電極
１８０　　保護膜
１９０　　画素電極
１９１　　横方向切開部
１９２ａ、１９２ｂ、１９３ａ、１９３ｂ、１９４ａ、１９４ｂ　　斜線方向切開部
２７０　　共通電極
Ｔ１　　第１画素電極用薄膜トランジスタ
Ｔ２　　方向制御電極用薄膜トランジスタ
Ｔ３　　第２画素電極用薄膜トランジスタ
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